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Облучение широкозонных полупроводников тяжёлыми высоко-
энергетическими ионами (ВЭИ) предоставляет уникальную воз-
можность формирования критического (КС), сверхкритическо-
го (СКС) и даже экстремального состояний вещества мишени
посредством контролируемого поглощения энергии торможения
иона в ограниченном объёме формирующегося латентного тре-
ка (ЛТ). При этом ЛТ выступает как наноразмерный реактор,
в котором при мгновенном 10−17 с/нм адиабатическом нагреве
при постоянном объёме происходят фазовые переходы, изменяю-
щие состояние вещества. Тепловое воздействие можно регулиро-
вать, меняя тип и параметры ВЭИ. Для оценок можно использо-
вать: ПК SRIM - для выбора ВЭИ и его энергии и код TREKIS-
3, позволяющий оценивать радиальные зависимости параметров
формирующегося ЛТ. Движение ВЭИ через мишень - наиболее
быстрый процесс среди превращений, приводящих к нагреву и
образованию газофазных продуктов. Для КС и СКС вещества
контакт с окружающей средой через входное «отверстие» ВЭИ
будет приводить к интенсивному разрушению структуры ядра
ЛТ от входного «отверстия» вглубь капилляра, аналогичному
процессам детонации сильнодействующих ВВ. Истечение обра-
зующихся газов в соответствии с законами внутренней балли-
стики, происходит параллельно с охлаждением ЛТ вследствие
теплопереноса. Параметры формирующегося капилляра опреде-
ляются соотношением скоростей истечения газов и охлаждения
ЛТ до температуры переохлаждённого расплава мишени (для
Al2O3 1800 K).


